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에싱 처리 효과가 비휘발성 메모리 소자의

메모리 저장에 주는 영향

양희연1, 손동익1 이세한, 2 김원태, 3 김태환, 3

1한양대학교 정보디스플레이공학과, 2한양대학교 디스플레이 연구센터,
3한양대학교 전자컴퓨터통신공학과

유기물과 무기물이 결합된 복합 구조는 저전력 저비용 고집적도 및 유연성을 가진 소자를, ,
제작하는 것에 대한 장점을 가져 이를 시용한 유연성을 가진 대용량의 차세대 비휘발성 메모
리 소자 제작에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다 무기물 나노 입자를 포함한 비휘발성 메모.
리의 제작과 전기적 성질에 대한 연구는 많이 연구되고 있으나 다수의 메모리 소자를 집적화,
하고 소자간의 상호 작용에 대한 연구는 아직 미흡하다.
본 연구에서는 무기물 나노 입자와 유기물인 폴리스티렌 고분자를 결InP (polystyrene; PS)
합하여 저장 매체로 사용하는 비휘발성 메모리 소자를 제작하고 소자 집적을 위한 에싱,

처리에 의한 메모리 특성 변화에 대한 연구를 하였다 불순물이 제거된 방향의(ashing) . (100)
형 기판위에 나노입자가 분산된 고분자 용액을 스핀 코팅하여 고분자 박막을 형성n Si InP PS
하여 저장층을 제작하였다 나노 입자는 플로팅 게이트의 역할을 하고 고분자는 절연. InP , PS
층의 역할을 하게 된다 게이트 전극을 형성하기 위해 고분자 박막위에 두께의. PS 300 nm
전극을 열증착 하였다 에싱 처리를 위해 게이트 전극을 에싱 마스크로 사용하여 제작된Al .

비휘발성 메모리 소자에 대한 식각을 진행하여 소자의 크기를 축소하였다 에싱 처리된 소자.
와 에싱 처리되지 않은 소자를 주파수 영역에서1 MHz 측정을 한 결과 메모리 특성과C-V
관련된 곡선의 히스테리시스 특성이 관찰되었다 나노 입자가 없는 소자의 경우는C-V . InP
히스테리시스 특성이 나타나지 않았다 그 결과 나노 입자가 비휘발성 메모리 소에서 전하. InP
를 포획하는 플로팅 게이트로 작용함을 알 수 있다 측정에서 관찰된 평활준위 전압의. C-V
변화는 에싱 처리된 소자의 경우는 이며 에싱 처리되지 않은 소자의 경우는 이다0.3 V , 1.3 V .
에싱 처리된 소자의 평활준위 전압의 변화는 에싱 처리 되지 않은 소자에 비해 현저히 감소되
었다 에싱 처리로 인해 게이트 영역을 제외한 부분의 나노입자가 제거되었기 때문에 나노. InP
입자에 포획되는 전체 전하의 개수가 감소되었기 때문이다 비휘발성 메모리 소자를 집적화.
하는 과정에서의 행해지는 소자의 식각 공정은 소자의 저장 능력을 크게 변화시킴을 알 수
있다.
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